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(57)【要約】
　（ａ）再配置可能なアパーチャマスクを基板の近くに配置する工程と、（ｂ）基板の部
分を表面改質処理に選択的に曝す工程であって、曝された部分が、アパーチャマスクの１
つ以上のアパーチャによって画定される工程とによって表面改質をパターン化する方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）再配置可能なアパーチャマスクを基板の近くに配置する工程と、（ｂ）前記基板
の部分を表面改質処理に選択的に曝す工程を含むパターン化方法であって、曝された部分
が、前記アパーチャマスクの１つ以上のアパーチャによって画定される、パターン化方法
。
【請求項２】
　前記表面改質処理が前記基板の前記曝された部分の表面エネルギーを改質する、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記表面改質処理が、火炎処理、イオンビーム処理、電子ビーム処理、コロナ処理、プ
ラズマ処理、静電放電処理、光処理、および反応性ガスへの曝露からなる群から選択され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記表面改質処理が、火炎処理、イオンビーム処理、電子ビーム処理、コロナ処理、プ
ラズマ処理、静電放電処理、および反応性ガスへの曝露からなる群から選択される、請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記表面改質技術がプラズマ処理である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記基板がポリマー材料からなる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記表面改質技術がプラズマ処理であり、前記プラズマ処理が前記曝された部分の前記
表面エネルギーを増加させる、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記表面改質技術がプラズマ処理であり、前記プラズマ処理が前記曝された部分の前記
表面エネルギーを減少させる、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　第２の再配置可能なアパーチャマスクを前記基板の近くに配置する工程と、前記基板の
第２の部分を第２の表面改質技術に選択的に曝す工程を含み、前記第２の曝された部分が
前記第２のアパーチャマスクの１つ以上のアパーチャによって画定される、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記表面改質技術の１つが前記基板の前記表面エネルギーを増加させ、他の表面改質技
術が前記基板の前記表面エネルギーを減少させる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アパーチャマスクがポリマーアパーチャマスクである、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アパーチャマスクの１つ以上のアパーチャが約５０μｍ未満の幅を有する、請求項
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記曝された部分が薄膜トランジスタまたは集積回路の部分の特徴を画定する、請求項
１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記曝された部分がソースおよびドレイン電極を画定する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ソースおよびドレイン電極間のチャネル長が約１０μｍ未満である、請求項１４に
記載の方法。
【請求項１６】
　材料を前記基板上に堆積する工程をさらに含み、得られた材料層のパターンが前記基板
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の部分の前記表面改質によって影響される、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記材料が有機材料である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記材料が液体堆積技術によって堆積される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記液体堆積技術がインクジェット印刷である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記材料がソースおよびドレイン電極を形成する、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記材料が半導体材料である、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記半導体材料が有機半導体材料である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記材料が導電性材料である、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　前記材料が絶縁材料である、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面改質をパターン化するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルムまたは基板の表面性質を変化させることが望ましい多数の状態がある。例えば
、表面エネルギーを変えることによって、従ってフィルムのその領域の疎水性／親水性を
変えることによって液体粒子の広がりをフィルムの特定の領域に限定したいと考えるかも
しれない。
【０００３】
　表面エネルギーの改質のパターン化は、例えば、フォトレジスト層をフィルム上にパタ
ーン化する工程と、フィルムをプラズマにかける工程と、次にフォトレジストを除去する
工程とによって達成されてもよい。次いで、プラズマに曝されるフィルムの領域は、プラ
ズマに曝されていない領域とは異なった親水性を有する。
【０００４】
　この方法は、例えば、インクジェット印刷によって薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を製造
する間、層をパターン化するために用いられてもよい。多くのＴＦＴ構造物は、比較的短
いチャネル長（すなわち、ＴＦＴのソースおよびドレイン電極間の長さまたは距離）を必
要とするが、短いチャネル長は、インクジェット印刷に固有の変化のためにインクジェッ
ト印刷によって達成するのが難しいことがある。従って、チャネルは時々、ソースおよび
ドレインが堆積される領域をフォトレジストでパターン化することによって画定され、次
いでこれらの領域の表面エネルギーをプラズマで変える。フォトレジストが除去されると
き、ソースおよびドレイン材料を基板上にインク噴射することができる。ソースおよびド
レイン材料は、プラズマに予め曝された（または曝されていない）領域に限定され、チャ
ネルが画定される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述の内容を考慮して、表面改質をパターン化するための簡易方法が必要とされている
ことを我々は認識する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　簡潔にいえば、本発明は、（ａ）再配置可能なアパーチャマスク（ａｐｅｒｔｕｒｅ　
ｍａｓｋ）を基板の近くに配置する工程と、（ｂ）前記基板の部分を表面改質処理に選択
的に曝す工程であって、曝された部分が、前記アパーチャマスクの１つ以上のアパーチャ
によって画定される工程とを含む、パターン化するための方法を提供する。
【０００７】
　本明細書中で用いられるとき、「表面改質」は、材料の表面特性（例えば、接着性、湿
潤性、生体適合性等）を変化または改良するための、エネルギーまたは粒子（例えば、原
子、イオン、電子、分子等）の供給による基板の改質を指す。
【０００８】
　本発明の方法を用いて様々な用途のための様々な基板上に表面改質をパターン化するこ
とができる。例えば、本発明の方法を用いて、電子用途（例えば、ＴＦＴ基板をパターン
化して、ソースおよびドレイン電極のための親水性領域を画定することができる）、生物
医学用途（例えば、ペトリ皿をパターン化して、特定の領域を親水性にし、細胞の付着お
よび成長のための表面を酸化することができる）、生物工学用途（例えば、ＤＮＡマイク
ロアレイ／バイオチップの表面領域を改質して、不連続な位置においてＤＮＡフラグメン
トの付着を可能にすることができる）のための表面改質をパターン化することができ、ま
たは接着剤をパターン化することができる。
【０００９】
　本発明の方法は、基板上にフォトレジストをパターン化する工程と、次いで、表面改質
をパターン化する時にフォトレジストを除去する工程との必要性を除く。従って前記方法
は、表面改質のパターン化を簡単にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の方法は、再配置可能なアパーチャマスクを用いて、アパーチャマスクの１つ以
上のアパーチャによって画定される、表面改質をパターン化する。
【００１１】
　再配置可能なアパーチャマスクは、例えば、ポリイミドまたはポリエステルなどのポリ
マー材料から形成されてもよい。ポリマーマスクは典型的に、約５μｍおよび約５０μｍ
の間の厚さを有する。いくつかの場合、アパーチャマスクのためにポリマー材料を使用す
ることによって、アパーチャマスクの製造の容易さ、アパーチャマスクのコストの削減、
および他の利点など、他の材料よりも利点を提供することができる。ポリマーアパーチャ
マスクは可撓性であり、しわまたは永久曲げの偶然の形成のために損傷を受ける傾向は一
般にそれほどない。さらに、ポリマーアパーチャマスクは一般に、基板にそれほど損傷を
与えない。可撓性ポリマーアパーチャマスクの使用は、米国特許第６，８２１，３４８号
明細書（ボード（Ｂａｕｄｅ）ら）および米国特許出願公開第０３／０１５０３８４号明
細書（ボードら）および０３／０１５１１１８号明細書（ボードら）に記載されている。
【００１２】
　しかしながら、例えば、シリコン、金属、または結晶性材料などの非ポリマー材料が再
配置可能なアパーチャマスクのために使用可能であり、いくつかの場合、好ましい。例え
ば、非ポリマー材料は、光による表面改質技術が用いられるとき、または（例えば、マス
クの帯電を防ぐために）電子ビーム表面改質が用いられるとき、好ましいことがある。
【００１３】
　マスクアパーチャの配列および形状は、使用者によって想像された表面改質の形状およ
び配置に応じて幅広い変化を受けやすい。１つ以上のアパーチャは、約１０００μｍ未満
の（好ましくは、約５０μｍ未満、より好ましくは、約２０μｍ未満、さらにより好まし
くは、約１０μｍ未満、最も好ましくは、約５μｍ未満）幅を有するように形成されても
よい。２つのアパーチャの間の距離（間隙）は約１０００μｍ未満でもよい（好ましくは
、約５０μｍ未満、より好ましくは、約２０μｍ未満、最も好ましくは、約１０μｍ未満
）。アパーチャマスクを製造、再利用、または再配置するとき、アパーチャの間の距離ま
たはサブパターンの間の距離など、特徴の間の距離は約１．０パーセント以内（好ましく
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は、約０．５パーセント、より好ましくは、約０．１パーセント）まで再現可能である。
【００１４】
　レーザー融蝕技術を用いてポリマーアパーチャマスクのアパーチャのパターンを画定す
ることができる。あるいは、再配置可能なアパーチャマスクがシリコンウエハから形成さ
れる場合、アパーチャのパターンは、反応性イオンエッチングまたはレーザー融蝕を用い
て形成されてもよい。再配置可能な金属アパーチャマスクは、様々な技術、例えば、通常
の機械加工、微細機械加工、ダイアモンド機械加工、イオンビームエッチング、および電
気放電機械加工（ＥＤＭ）または放電機械加工（ｓｐａｒｋ－ｅｒｏｓｉｏｎ　ｍａｃｈ
ｉｎｉｎｇ）によって製造されてもよい。
【００１５】
　再配置可能なアパーチャマスクを、表面改質によってパターン化される基板の近くに配
置することができる。表面改質技術が実施されるとき、基板の曝された部分（すなわち、
マスクの１つ以上のアパーチャによって画定された部分）が表面改質される。基板の曝露
されない部分（すなわち、アパーチャマスクによって覆われた部分）は表面改質される。
【００１６】
　表面改質することができる基板には、例えば、ポリマーフィルムおよびウェブ、金属、
ガラス、セラミックス、半導体、および不織布などがある。好ましくは、基板は、有機材
料からなる。
【００１７】
　本発明の方法において有用である表面改質技術は本技術分野に公知であり、支持材料の
表面特性を改良または変えるいずれの改質も含める。与えられた適用のための適切な表面
改質技術は、改質される支持材料のタイプおよびその上に堆積される材料のタイプに依存
し、当業者には明白である。
【００１８】
　適した表面改質技術の例には、火炎処理、イオンビーム処理、電子ビーム処理、コロナ
処理、プラズマ処理、静電放電処理、光処理、反応性ガスへの曝露等（好ましくは、火炎
処理、イオンビーム処理、電子ビーム処理、コロナ処理、プラズマ処理、静電放電処理、
反応性ガスへの曝露等、より好ましくは、火炎処理、イオンビーム処理、電子ビーム処理
、コロナ処理、プラズマ処理等、最も好ましくは、プラズマ処理）などがある。
【００１９】
　火炎処理は、火炎中に燃焼反応によって発生された活性種が表面（例えば、ポリマー表
面）に衝突し、酸化を起こさせる表面改質の方法である。火炎処理は、低表面エネルギー
のポリマー上の水性コーティングに湿潤性を提供するために特に有用である。
【００２０】
　イオン衝撃のために原子がターゲットから放出される時にイオンビーム処理、またはイ
オンスパッタリングが行われる。イオンビーム（例えば、アルゴン－イオンビーム、アル
ゴン／酸素－イオンビーム、またはクリプトン－イオンビーム）を用いて、例えば、ポリ
マー表面上の表面粗さをきれいするかまたは誘導し、それを標準接着剤といっそう親和性
にするかまたは堆積されたフィルムの接着力を改良することができる。
【００２１】
　電子ビーム（ｅ－ｂｅａｍ）処理を用いて、無機または有機材料を表面改質することが
できる。無機材料の電子ビーム処理は典型的に、材料の表面処理のために濃縮電子フラッ
クスの使用を必要とする。濃縮電子フラックスは、エネルギーが供給される表面の急速な
加熱、溶融、および蒸発を引き起こす。電子フラックスが除去されるとき、表面は急速に
再凝固する。急速な加熱、溶融、蒸発、および再凝固は、表面の粗化を引き起こす。有機
材料の電子ビーム処理は典型的に、例えば、重合、架橋、鎖の切断、または分解などの化
学反応を引き起こす。
【００２２】
　コロナ処理は、大気圧交流放電を利用して、表面（例えば、ポリマー表面）の表面化学
を改質する助燃ガス中の活性種を生じさせる。コロナ中で異なったガスを使用して、異な
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った表面化学を生じさせることができる。例えば、空気コロナはポリマー表面の酸化をも
たらし、窒素コロナはポリマーへの窒素付加を引き起こし、窒素－水素コロナはフルオロ
ポリマーを脱フッ素化し、ヘリウム－フルオロカーボンコロナは表面をフッ素化する。
【００２３】
　プラズマ処理は、プラズマ誘起グラフトおよび表面活性化、および反応性イオンエッチ
ング（ＲＩＥ）を含める。プラズマ誘起グラフトは、部分イオン化不活性ガス（例えば、
アルゴン、ネオン、クリプトン、またはキセノン）を用いてポリマー表面上にフリーラジ
カルを生じ、反応性および架橋された表面を生成する。プラズマ誘起表面の活性化は反応
性ガスを使用して官能基（例えば、アミン、ヒドロキシル、カルボキシル、カルボニル、
またはフッ素化基）をポリマーの表面に化学結合する。
【００２４】
　たいていの表面改質技術はポリマーのおよび他の基板をより湿潤性にするのに対して（
すなわち、それらはそれらの表面エネルギーを増大する）、プラズマ処理は、表面を疎水
性または親水性のどちらかにすることができる。不活性ガス、空気、酸素含有ガス（例え
ば、Ｏ2、ＣＯ、またはＣＯ2）、または窒素含有ガス（例えば、Ｎ2、ＨＮ3、ＮＯ2、ま
たはＮＯ）によるプラズマ処理は典型的に、ポリマー基板の表面エネルギーを増大させ、
それらをより親水性にする。しかしながら、ガスがフッ素の相当な原子パーセンテージ（
例えば、Ｆ2、ＳＦ6、ＣＦ4、Ｃ2Ｆ6、（ＣＦ3）2Ｏ、ＣＦ3Ｃｌ、またはＣＦ3Ｂｒ）を
含有する場合、ポリマー基板の表面エネルギーは実質的に低下され、表面を疎水性または
疎油性（撥油性）にもすることができる。
【００２５】
　ＲＩＥは、表面のスパッタリングと化学反応との両方を必要とする。ＲＩＥの間、エッ
チングされる表面は、材料を基板からスパッタリングすると共に支持材料と反応する加速
反応性イオンで衝撃される。
【００２６】
　帯電／放電処理を用いて電荷を表面に付加するかまたは表面から電荷を中和／散逸する
ことができる。電荷、または静電気の蓄積は、湿潤性または付着性の支障を来たすことが
ある。静電放電処理は、周囲空気をイオン化することによって静電気蓄積を中和する。空
気中の電気的中性原子に、電圧の電場印加を行い、正および負の電荷をもつイオンを形成
する。イオン化された空気の二極性質のために、材料上の静電荷は、周囲空気中に存在す
る反対電荷をもつイオンによって中和されうる。
【００２７】
　光処理には、紫外線（ＵＶ）光および赤外線（ＩＲ）光（例えば、紫外線または赤外線
レーザー、電球、または強力アークランプ）による処理がある。紫外線を用いて、例えば
、ポリマーフィルムの架橋を引き起こし、露光された領域を不溶性にすることができる。
しかしながら、紫外線はいくつかのポリマーを光分解することがある。この分解は、低エ
ネルギー赤外線による熱照射／局部加熱を用いることによって回避または最小にできる。
【００２８】
　反応性ガスへの曝露がいくつかの基板の表面改質に影響を与えることがある。例えば、
水素末端シリコン表面をハロゲン化ガス（例えば、塩素化ガス）に曝すことによって、ハ
ロゲン末端（例えば、塩素末端）シリコン表面をもたらすことができる（例えば、米国特
許第６，４０３，３８２号明細書（ジュー（Ｚｈｕ）ら）を参照のこと）。シリコン表面
の塩素末端領域は、水素末端領域よりも、かなりアルコールおよびアミンに対して反応性
である。
【００２９】
　基板が選択的に表面改質された後、材料を基板上に堆積することができる。基板の表面
改質されていない部分に対して基板の表面改質された部分に優先的に引き付けられるかま
たはそれから反発されるいずれの材料を用いてもよい。好ましくは、材料は液体または粉
末である。
【００３０】
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　材料をいずれかの有用な手段によって堆積することができる。材料に応じて、有用な手
段には、蒸着（例えば、物理蒸着または化学蒸着）、液体堆積（例えば、スピンコーティ
ング、浸漬コーティング、メニスカスコーティング、グラビアコーティング、または印刷
技術、例えばインクジェット印刷、フレキソ印刷等）、または粉末堆積などが挙げられる
。
【００３１】
　本発明の方法は、様々な電子デバイス、ＴＦＴ、およびＩＣの製造において特に有用で
ある。ＴＦＴは概して、ゲート電極、ゲート電極上のゲート誘電体、ゲート誘電体に隣接
したソース電極およびドレイン電極、およびゲート誘電体に隣接したおよびソースおよび
ドレイン電極に隣接した半導体層を備える。これらの成分、または特徴は典型的に基板上
に設けられ、様々な構成において接合されてもよい。例えば、ソースおよびドレイン電極
は、ソースおよびドレイン電極の上の半導体層と共にゲート誘電体に隣接していてもよく
、または半導体層は、ソースおよびドレイン電極とゲート誘電体との間に挟まれてもよい
。本発明の方法を用いてパターンいずれかの１つ以上のこれらの特徴をパターン化するこ
とができる。
【００３２】
　例えば、本発明の方法を用いて、ソースおよびドレイン電極が配置される領域において
ＴＦＴ基板上に表面改質を選択的にパターン化することができる。次いで、ソースおよび
ドレイン電極が基板上に堆積されるとき、それらは、表面改質された領域に限定される。
約５μｍ～約５０μｍ（好ましくは、約５μｍ～約２０μｍ、より好ましくは、約５μｍ
～約１０μｍ）であるソースおよびドレイン電極間の精密に画定されたチャネルを得るこ
とが可能である。
【００３３】
　ＴＦＴ基板は典型的に、製造、試験、および／または使用中にＴＦＴを支持する。支持
材料には、有機および無機材料がある。例えば、基板は、無機ガラス、セラミック箔、ポ
リマー材料（例えば、アクリル系誘導体、エポキシド、ポリアミド、ポリカーボネート、
ポリイミド、ポリケトン、ポリ（オキシ－１，４－フェニレンオキシ－１，４－フェニレ
ンカルボニル－１，４－フェニレン）（ポリ（エーテルエーテルケトン）またはＰＥＥＫ
と称されることもある）、ポリノルボルネン、ポリフェニレンオキシド、ポリ（エチレン
ナフタレンジカルボキシレート）（ＰＥＮ）、ポリ（エチレンテレフタレート）（ＰＥＴ
）、ポリ（フェニレンスルフィド）（ＰＰＳ））、充填剤入りポリマー材料（例えば、繊
維強化プラスチック（ＦＲＰ））、繊維材料、例えば紙および織物、およびコートされた
またはコートされていない金属箔を含んでもよい。ＴＦＴ基板は平坦および／または硬質
または可撓性であってもよい。可撓性基板はロール加工を可能にし、連続していてもよく
、平坦および／または硬質基板よりも規模の経済および製造の経済を提供する。
【００３４】
　無機ガラスおよびセラミック箔ＴＦＴ基板を例えば、フッ化水素（ＨＦ）蒸気または静
電荷処理を用いて表面改質することができる。ポリマーＴＦＴ基板を例えば、プラズマ処
理を用いて表面改質することができる。
【００３５】
　次に、ソースおよびドレイン電極を形成する材料をＴＦＴ基板上に堆積することができ
る。ソースおよびドレイン電極は、ＴＦＴ基板の表面改質されていない部分に対してＴＦ
Ｔ基板の表面改質された部分に優先的に引き付けられるかまたはそれから反発されるいず
れの有用な導電性材料であってもよい。例えば、ソースおよびドレイン電極は、導電性イ
ンク、または導電性ポリマー、例えばポリアニリンまたはポリ（３，４－エチレンジオキ
シチオフェン）／ポリ（スチレンスルホネート）（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）を含むことがで
きる。
【００３６】
　また、本発明の方法を用いて、例えば、半導体が配置される領域においてゲート誘電体
上に表面改質を選択的にパターン化することができる。次いで、半導体材料がゲート誘電
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体上に堆積されるとき、それは、表面改質された領域に限定される。また、表面改質は、
いくつかの場合、ゲート誘電体と有機半導体との間に改良された境界面を提供することが
できる。
【００３７】
　ゲート誘電体は概して、ゲート電極上に設けられる。ゲート誘電体は、ゲート電極をＴ
ＦＴデバイスの残りから電気絶縁する。それは、別個の層としてＴＦＴ上に堆積されるか
、またはゲート材料を酸化して（陽極酸化を含める）ゲート誘電体を形成することによっ
てゲート上に形成されてもよい。ゲート誘電体は好ましくは、約２を超える（より好まし
くは、約５を超える）相対誘電率を有する。ゲート誘電体の誘電率は比較的高い、例えば
、８０～１００以上であってもよい。ゲート誘電体のための有用な材料は、例えば、有機
または無機電気絶縁材料を含むことができる。
【００３８】
　ゲート誘電体のために有用な有機絶縁材料の特定の例には、ポリフッ化ビニリデン（Ｐ
ＶＤＦ）、シアノセルロース、ポリイミド、エポキシドなどのポリマー材料がある。
【００３９】
　他の有用な有機絶縁材料は、２００３年５月８日に出願された係属中の米国特許出願第
１０／４３４３７７号明細書に記載されている。これらの材料には、好ましくは比較的高
い誘電率を有する、シアノ官能性（好ましくは、シアノ官能性スチレン）ポリマーなどが
ある。適したポリマーは好ましくは、シアノ官能性部分と、全ポリマーに比較的高い誘電
率を提供する部分とを含有し、その部分は同一であるかまたは異なっていてもよい。
【００４０】
　ゲート誘電体のために有用な無機絶縁材料の特定の例には、ストロンチエート、タンタ
レート、チタネート、ジルコネート、酸化アルミニウム、酸化シリコン、酸化タンタル、
酸化チタン、酸化ハフニウム、窒化シリコン、チタン酸バリウム、チタン酸バリウムスト
ロンチウム、およびジルコン酸チタン酸バリウムなどがある。さらに、これらの材料の合
金、組合せ、および多層をゲート誘電体のために用いることができる。
【００４１】
　ゲート誘電体のための好ましい無機絶縁材料には、酸化アルミニウム、酸化シリコン、
および窒化シリコンなどがある。
【００４２】
　有機絶縁材料は、例えば、プラズマ処理を用いて表面改質されてもよい。無機絶縁材料
は、例えば、静電荷処理またはＨＦ蒸気を用いて表面改質されてもよい。
【００４３】
　ゲート誘電体が表面改質された後、半導体材料をゲート誘電体上に堆積することができ
る。半導体材料は、ゲート誘電体の表面改質されていない部分に対してゲート誘電体の表
面改質された部分に優先的に引き付けられるかまたはそれから反発されるいずれの有用な
半導体材料であってもよい。半導体材料は有機または無機系であってもよい。
【００４４】
　有機半導体材料を溶液または有機液体から堆積するために、フッ素化ガスによるプラズ
マ処理が特に有用である場合がある。多くの有機液体は、水の表面エネルギーよりもかな
り低い表面エネルギー（表面張力）を有する。さらに、いくつかの基板は、それらのきれ
いな状態において実質的に親水性でありうる。結果として、用いられる表面改質技術が表
面エネルギーを増加させる（すなわち、表面をより親水性にする）技術である場合、有機
液体は、ポリマー基板の処理済み領域と未処理領域との間の表面エネルギーの差によって
特定の領域に限定されない場合がある。フッ素化ガスによるプラズマ処理は、基板の表面
エネルギーを非常に低くしてそれらを疎油性にし、従って、有機液体を処理済み領域から
反発するために有用であることがある。
【００４５】
　さらに、表面改質技術の組合せを用いて基板の領域間の表面エネルギーのさらにより大
きいコントラストを得ることができる。例えば、１つの表面改質技術を用いて１つの領域
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の表面エネルギーを低減させることができ、別の表面改質技術を用いて別の領域の表面エ
ネルギーを増加させることができる。これは、アパーチャマスクを用いて表面改質を選択
的にパターン化し、マスクのアパーチャによって画定された領域の表面エネルギーを増加
させ、次いで第２のアパーチャマスクを用いて表面改質を選択的にパターン化し、第２の
マスクのアパーチャによって画定された第２の領域の表面エネルギーを減少させることに
よって達成されてもよい。あるいは、同じマスクを基板の第２の領域に移動することがで
きる。
【００４６】
　有用な無機半導体材料には、非晶質およびポリシリコン、テルル、酸化亜鉛、セレン化
亜鉛、硫化亜鉛、硫化カドミウム、およびセレン化カドミウムなどがある。
【００４７】
　有用な有機半導体材料には、アセンおよびそれらの置換誘導体などがある。アセンの特
定の例には、アントラセン、ナフタレン、テトラセン、ペンタセン、および置換ペンタセ
ン（好ましくはペンタセンまたは置換ペンタセン）などがある。他の例には、半導電性ポ
リマー、ペリレン、フラーレン、フタロシアニン、オリゴチオフェン、ポリチオフェン、
ポリフェニルビニレン、ポリアセチレン、メタロフタロシアニンおよび置換誘導体などが
ある。有用なビス－（２－アセニル）アセチレン半導体材料は、２００３年７月１５日に
出願された係属中の米国特許出願第１０／６２００２７号明細書に記載されている。有用
なアセン－チオフェン半導体材料は、２００３年８月１５日に出願された係属中の米国特
許出願第１０／６４１７３０号明細書に記載されている。
【００４８】
　アセンの置換誘導体には、少なくとも１つの電子供与性基、ハロゲン原子、またはそれ
らの組合せで置換されたアセン、またはベンゾアネル化アセンまたはポリベンゾアネル化
アセンなどがあり、それは場合により、少なくとも１つの電子供与性基、ハロゲン原子、
またはそれらの組合せで置換される。電子供与性基は、１～２４個の炭素原子を有するア
ルキル、アルコキシ、またはチオアルコキシ基から選択される。アルキル基の好ましい例
は、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｎ－
ペンチル、ｎ－ヘキシル、ｎ－ヘプチル、２－メチルヘキシル、２－エチルヘキシル、ｎ
－オクチル、ｎ－ノニル、ｎ－デシル、ｎ－ドデシル、ｎ－オクタデシル、および３，５
，５－トリメチルヘキシルである。置換ペンタセンおよびそれらの製造方法は、米国特許
出願公開第０３／０１００７７９号明細書（ヴォーゲル（Ｖｏｇｅｌ）ら）および米国特
許出願公開第０３／０１０５３６５号明細書（スミス（Ｓｍｉｔｈ）ら）に教示されてい
る。
【００４９】
　ベンゾアネル化およびポリベンゾアネル化アセンのさらなる詳細は、本技術分野におい
て、例えば、国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　９２２「多環式芳香族炭化水素構造指標（Ｐｏｌｙｃｙｃｌｉｃ　Ａｒｏｍａｔｉｃ
　Ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｎｄｅｘ）」、Ｕ．Ｓ．　Ｇｏｖｔ
．　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ、サンダー（Ｓａｎｄｅｒ）およびワイズ（Ｗｉｓ
ｅ）著（１９９７年）に見出される。
【００５０】
　有用なトランス－１，２－ビス（アセニル）エチレン半導体化合物は、２００４年１１
月１８日に出願された係属中の米国特許出願第１０／９９１５６３号明細書に記載されて
いる。
【００５１】
　また、本発明の方法を用いて、例えば、ゲート誘電体が配置される領域においてゲート
誘電体上に表面改質を選択的にパターン化することができる。次いで、ゲート電極材料が
ゲート誘電体上に堆積されるとき、それは、表面改質された領域に限定される。
【００５２】
　上述の表面改質技術の１つを用いてゲート誘電体が表面改質された後、ゲート材料をゲ
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ート誘電体上に堆積することができる。ゲート電極材料は、ゲート誘電体の表面改質され
ていない部分に対してゲート誘電体の表面改質された部分に優先的に引き付けられるかま
たはそれから反発されるいずれの有用な導電性材料であってもよい。例えば、ゲート電極
は、導電性インク、または導電性ポリマー、例えばポリアニリンまたはポリ（３，４－エ
チレンジオキシチオフェン）／ポリ（スチレンスルホネート）（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）か
ら形成されてもよい。
【００５３】
　同様に、当業者には明白であるように、表面処理層または封止層などの任意の層を含め
て、他のＴＦＴ層または特徴が、表面改質をパターン化する記載された方法を用いてパタ
ーン化されてもよい。有用な表面処理層は、例えば、米国特許出願公開第０３／０１０２
４７１号明細書（ケリー（Ｋｅｌｌｅｙ）ら）、および米国特許第６，４３３，３５９号
明細書（ケリーら）および６，６１７，６０９号明細書（ケリーら）に記載されている。
有用な封止層は、例えば、２００３年８月１８日に出願された米国特許出願第１０／６４
２９１９号明細書に記載されている。また、適切な表面改質技術は、改質される表面の材
料および表面の上に堆積されるＴＦＴ層または特徴の材料に依存する。
【００５４】
　また、本発明の方法を用いて、予め表面改質された基板上に表面改質をパターン化する
ことができる。例えば、全基板を表面改質して基板を疎油性にすることができ、次いで本
発明のパターン化方法を用いて、親水性であるように基板の領域を選択的に表面改質する
ことができる。
【００５５】
　本発明の様々な修正および変更を、本発明の範囲および精神から逸脱することなく実施
できることは、当業者には明白であろう。本発明は、本明細書に示された例示的な実施態
様および実施例に不当に限定されるものではなく、このような実施例および実施態様は例
として示され、本発明の範囲は以下に示された特許請求の範囲によってのみ限定されるも
のとすることは理解されるはずである。



(11) JP 2008-523618 A 2008.7.3

10

20

30

40

【国際調査報告】



(12) JP 2008-523618 A 2008.7.3

10

20

30

40



(13) JP 2008-523618 A 2008.7.3

10

20

30

40



(14) JP 2008-523618 A 2008.7.3

10

20

30

40



(15) JP 2008-523618 A 2008.7.3

10

20

30

40



(16) JP 2008-523618 A 2008.7.3

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  21/288   　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｂ          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  タイス，スティーブン　ディー．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  ドゥンバー，ティモシー　ディー．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
Ｆターム(参考) 4M104 AA03  AA06  AA08  AA09  AA10  BB04  BB36  CC01  DD22  DD51 
　　　　 　　        EE03  EE16  EE17  EE18  GG09 
　　　　 　　  5F033 GG00  GG03  GG04  HH00  PP26  VV15 
　　　　 　　  5F110 AA30  DD01  DD02  EE01  FF01  FF02  FF03  FF09  GG01  GG02 
　　　　 　　        GG04  GG05  GG13  GG15  GG28  GG42  GG57  HK01  HK32  HK41 
　　　　 　　        QQ01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	search-report
	overflow

